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Apresentacao

 Distribuicao de Pontos e Datas Importantes
— Prova |l - 20 pts (20/09);
— Prova Il — 20 pts (25/10);
— Prova lll - 20 pts (20/11);
— Projeto - 10 pts.
— Exercicios em Sala — 30pts
» Feriados
- 15/11.
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Revisdo — Amplificadores Transistorizados

» TBJ- Dispositivo e regides de operacgédo

G
Metal :
n-type ptype s L contact Table 6.1 BJT Modes of Operation
B 1 Emitter Base Collector ——
":‘;':” region region region C“]'C“:"" Mode EBJ CBJ
Zd AN Cutoft Reverse Reverse
”/”[: Emitter-base Collector-base
(@

Active Forward Reverse
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» TBJ- Dispositivo e regides de operacédo

c Table 6.3 Simplified Models for the Operation of the BJT in DC Circuits
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* MOS - Dispositivo e Regides de Operacao

Source () Gate (G) Drain (D)
o

|<— Triode —>|
(Wps < Vo)

Oxide (Si02) Metal
(thickness =1,,)

Channel
region

]

prtype substrate
(Body)

<~——— Satwration ———>
(Ups 2 Vor)

| voy = Vgs — Vi

o 0 Vs = Vor
Body
®B)

s

- < mgm—fr‘— Saturation region 7—> Lo, w 1 2
RV |- - - - 7 Yos =Vt Vou Ip = knT(”ovvus - EVDS> ip = Ek;'f v3y
T . Se : :
i Thi VUps K Vgy- * Sevps =gy
Vst - Tos=Va+Vors o ip~ kﬁf”ovvusi ¢ MOS operacomo
S B, — 1. uma fonte de
SEOVba Us=Vat Vo no oV T corrente.
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* MOS - Dispositivo e Regifes de Operacao

D ic=0 ip
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» TBJe MOS - Efeito Early na regiéo linear
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* Operacgdo de Amplificadores
— Polariza-se o dispositivo na regido linear;
— Osinal a ser amplificado é sobreposto ao ponto quiescente;

Ugs

v,
s
e i e i e W Wi B
v, ‘asmax=Vas + Uy
oo Vb VGS,,Z‘S{,/:\,/Z),,,,
Slope at Q = voltage gain |
|
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Vog [t :
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V(.I v, Vos |- — - ===

Upsmin= Vs = Las
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|
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» Operacgédo de Amplificadores
— Aanalise de amplificadores utiliza-se do principio da superposic¢éo;
» Analise c.c. — define o ponto quiescente;

» Anélise c.a. — define parametros operacionais (ganho, resisténcias, BW, etc);

— Necessidade de se desenvolver modelos de pequenos sinais, para realizar a analise
ca,;
— Linearizacdo do comportamento no ponto quiescente:

J— Vgs = Vs + Vgs = Voy = Vs + Vgs — Vi
e —
segment //
i 1w 2
A . o1,
o Q //\‘\7\\_‘ ip=Ip+ig= Eknf (VGS + Vgs — th)
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* Operacgdo de Amplificadores
— Modelos de pequenos sinais:

-
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» Operacgédo de Amplificadores
— Tipos bésicos de polarizagdo de transistores:

v
Voo DD, Vop

(©)
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* Operacgdo de Amplificadores
— Tipos basicos de amplificadores

(a) Common Source (CS) (b) Common Gate (CG) (¢) Common Drain (CD)
or Source Follower

(d) Common-Emitter (CE) (e) Common-Base (CB) (f) Common-Collector (CC)
or Emitter Follower 13
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» Operacgédo de Amplificadores
— Caracteristicas de amplificadores basicos

T N R

CE/CS Alto Alto Alto Inv.
CC/CD Alto Baixo Unitario
CB/CG Baixo Alto Alto N.Inv

- e CE/CS - Amplificador de tenséo;
B « CC/CD - Buffer de tenséo;
¢ CB/CG - Buffer de corrente;
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» Exemplo de anélise
— Definir Polarizagdo, caracteristicas do amplificador e limites de
operagéo:
« VDD=15V,
e kn=4mA/Vz
Yoo (OV) e Vin=1V,
+ VA=100V;
P e ID=0.5mA;
" « VD=6V
+ VS=35V
e e lpg = 2UA;
= ¢ Rsig = 100k;
+ RL=10k;
15
‘:I;I:I g
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Revisdo — Amplificadores Transistorizados
« Exemplo de analise
N 15V — 6V 3.5V
— Polarizacao = = = =
¢ Ro =G 5ma — 18k Rs = ooma ="
+ VDD=15V, Voo
¢ kn=4mA/V?; ¢ Iy, Ves = Zﬁ_,_ Vi = 15V V, =15V +35V =5V
« Vin=1v, . " kn
« VA=100V; : 15
V, Rgi+Rgy=——=75MQ
. ID=0.5mA; 2ua
« VD=6V, _ VopRe2 _ Vbp _
. VS=35V; . %‘RM+RM*R“‘R“<7{_Q‘2&2
o lpg = 2UA;
o1in
¢ Rsig = 100k;
e RL=10k; — RGZ =25MQ
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» Exemplo de anélise
— Anélise ca.

| gm = knVos = Ven) = 2mALV

VDD =15V,

Rin = Rg1 | Rg = 1L.67M
R, =Rp Il m, = 16.5k

_ gmviRa
Vi

Ao = =-33v/v

kn = 4mA/Vv2; v
A =
Vtn = 1V, T = 1= = 200k G
D

= Vo — R, in
o R
VA = 100V; Vsig

sig

i Rin

X (=gmRo I R,) = —11.75v/v

ID =0.5mA; Ry, G D

VD=6V,
VS =35V,
la = 2UA; Uig

o

¥
" 3R,

¢ Rsig =100k;
RL = 10k;

Ry =Ry |[Reo
RD =18k

RS =7k
RG1=5M
RG2=2.5M

R,
.
TR R,

R,=Ry|r,

U, =8, Uy (Rp|R [ 7,)
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